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Назва роботи українською:
Дослідження процесів деградації напівпровідникових твердих розчинів CdxZn1-xTe

Назва роботи англійською:
The investigation of processes of degradation of semi-conductor solid solutions CdxZn1-xTe

Реферат українською:
Напівпровідники CdTe, а також CdxZn1-xTe вже знайшли своє використання в електронній техніці. Тому
важливим є технологія отримання цих матеріалів з мінімально можливою концентрацією власних дефектів.
Метою роботи - дослідження впливу температури термообробки на структуру дефектів в CdxZn1-xTe,
дослідження можливості пасивації дрібних дефектів воднем. Методи дослідження - дослідження
електрофізичних властивостей в температурному інтервалі 77 - 300 К, статистичний аналіз електричних
характеристик вирощених кристалів. Основні результати - удосконалення методики вирощування CdxZn1-
xTe, отримання енергетичної картини дефектів. За спектрами фотолюмінісценції найменш дефектними
виявились кристали CdхZn1-хTe, вирощені із шихти, синтезованої у водні Фізика напівпровідників.

Реферат англійською:
The semiconductors such as CdTe and CdxZn1-xTe have alredy found their application in electronics. So the
technology of producing these materials with minimal concentration of native defects is important. The purpose of
the work is to study the influence of heat tretment temperature on the defective structure in CdxZn1-xTe and the
possibility of passivation of shollow defects by hydrogen. The research techniques are the investigation of
electrofisical properties in the temperature range of 77 - 300 K and the statistical analysis of electrical
characteristics of grown crystals. The main results are the modification of CdxZn1-xTe growth technology and
obtaining the energy scheme of defects. From the photoluminescence spectra CdxZn1-xTe crystals grown by
charge, synthesized in hydrogen, are less defective. Physics of semiconductors.
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